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Bes.chreibuncf 

Verfahxen zur Absclie idling von Verbinduhgen auf einem 
Stibstrat tnittels metallorganischer Gasphaaendeposition 



Die Erf indxing betrlfft ein Verfahren zior Ab&clieidung 
von Verbindungan auf einem Siibstrat mittels metallorga- 
S nischer Gaspbasandeposibipn. 

Die metallorganische Gasphasendepoeition (metal organic 
cbemical vapor deposition: MOCVD) ist ein Verfahren aiirr 
Herstellung koitiplex aufgebauter Schichtstirulctiiren, wie 
sie in Bauelementen, z,B. Lasem, Hochgeachwindig- 

10 keits trans istoren ftlr Handys oder Leuchtdioden verwen- 

det werden*. Im Gegeneafcz zum bekannten Silizium beste- 
hen diese Strukturen nicht nur aua einem, sondem aus 
zwai 'bder auch mebr Elementen, Sie warden da h er auch 
als Verbindungshalbleiter bezeichnet. Die tnetallorgani- 

15 sche Gasphasendepoeition findet in einer sogenannten 

MOCVD-Anlage statt, 

Mit der MOCVD -Anlage konnen unter anderem Nitridscliicli- 
' ten abgeschieden werden, die aus zwei Elementen,' wie 
z.B. ,GaN, InM oder AlN Oder aus mehreren Elementen, wie 

20 z.B. Galniw Oder AlGaN bestehen, Diese verbindungan wear- 

den als binare bzw. temare Systerae bezeichnet. Piir die 
einkristalline Abscheidung. von Nitrid^-Verbindungen war- 
den Saphir (AI2O3) oder Siliziumcarbid (SiC) , die ahn- 
licbe Kristalleigenacliaf ten wie die Nitride baben, ala 

25 Substrate verwendat« 
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Die Grappe III -Nitride, spannen durch ilire Vertreter 
©in Halbleitersystem mit direkter Bandlxicke yon 1, 9 eV 
fOr das IioN bis 6,2 f^ir das AlN auf . 
Diese Nitridschichten sind wirtachaf tlich sehr bedeut- 

5 BsLm, da sie durch eleJctrische Anregung den blauan Teil 

des sichtbaren Spektrxatns entaenden konnen und daher ^ur 
Realisierung optoelektronischer Bauelemente in dem ent^ 
spreclienden Energiebexeicb nutzbar gemacbt werdeix* Als 
ein Beispiel hierfur seien pn-Leuclitdioden aixf Basis. 

10 von GaJSJ genannt- 

Zur tnatallorganiBchen Qasphasendeposition von Nitrid- 
schicbten benStigt man gasformige Verbindungen von Gal- 
lium, Indium oder Aluminium sowie NH3 als sogenannte 
Precursor. Im Falls yon Gallium wird ein© matallorgani- 

15 sche Verbindung, z-B. Trimethylgalliura (TMG) > verwen- 

det. Mittels eines Tr&gergases, z.B. Wasserstoff, wer- 
dsn die Prectirsor in einen Raaktiioiisraum der Ahlage 
eingebracht. Dort befindet sicii das Substrat, eine ein- 
• kristalline, sehr dxlnne Scheibe (Wafer) / die erhitzt 

20 wird. Der Wafer ist auf einem sogenannten Suszeptor 

drehbar gelagert, urn eine gleichmafiige Verteilung von 
Tempera tur und Precursor in der Gasphase uber dem Sub- 
strat: zu erzielen. Uber Infrarotstrahler oder eine 
Hochfrequenzheizung werden der Suszeptor und das Sub- 

25 strat geheiztJ Die Temperatur am Substrat reicht bis 

ca. 1500 je nachdem« welches Material system abge- 
schieden wird. Dieaer Bereich wird auch als heiSe 2one 
bezeichnet. 

Zur Abscheidung auf dem Substrata warden die Precursor 
30 umgesetzt. Dies geschieht zum Teil schon in der Gaapha*^ 
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se durch die Hitze, die vom Snibstrat auageh.t, oder 
durch Zusatnmenstofie mit deh MoleWilen dee Tragergasea. 
Die Molekul-Bruchstucke setzen sich auf der Substrato- 
berfiache ab. Infolge der hohen Teniperatur 'zersetzen 

5 sich die xirsparOnglichen PrecursoryerbindvLngen iind rea- 

gieren je nach eingesetzten Ediikten neu, z.B. zu GaN, 
InN Oder AlN. Aaf diese Weise wachst auf dem Wafer 
Atomlage f^iir Atomlage eine neue Schicht aus GaN, InKT 
Oder AlN auf. Die Reste der Ausgangsmolekule, bei- 

10 epielsweise Methylgruppen vom TMG und Wasserstoff , ver- 

binden sich. teilweise raiteinander zu Methan. Nicht ab- 
. geschiedene Molekille und Moleldilbruchstucke losen sich 

von der Oberflache, werden wie das Methan vom Trager- 
■ gasst^rom -erf afit und aus' der MOCVD-Anlage in ein Gasrei- 

15 nigungssystem, den sogenannten Scrubber gesp^ilt- 

MOCVD-Anlagen, z.B, eine AIX 200/4 RF-S der Firma Aix- 
tron weisen hierzu gemas Stand der Technik zwei Gasein- 
lasse und MSglicdrikeiten zur Teiliing der einzuleitenden 
Gasstrome auC, da eine sQ£ort:ige Miachung innerhalb der 

20 Anlage wegen der Bildung von Saure-Base-Addxakten h^ufig 

unerwiinscht: ist. Hierzu. ist eine Teilerplatte hinter 
* * den Gaseiniaseen der Anlage derartig angeordnet/ daS 

die MOCVD-Anlage in einen bberen iind einen unteren Raum 
korapartimentiert wird.* AuSerhalb der Anlage sind Gas- 

25 sairanelleitungen angeordnet, die zu den yorratsbehaltem 

fuhren- in diesen Vorratsbehaltem werden die Ausgangs- 
stoffe, also' einerseits Metal lorganika und anderersaits 
Gruppe V- Oder Gruppe Vl-Verbindungen, aufbeweihrt. 
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Nachteilig weisen derartige Anlagen gemafi Stand der 
Teclmik keine Mdglichkeiten auf, Gase flexibel auf die 
^Ti5)artiTOent:e innerhalb der Anlage. zu -verteilen. 

Bei der verf alirenstechnisciien. Herstellung von z.B. 

5 Giruppe-lII^Nitridschichtan mittels Gasphasendeposition 

in MOCVD-Anlagen warden die Precursor somit: mittels ili- 
rer Tragergase (H2, N2, Argon) jeweils separat in die 
' Anlage eingeleitet . Die Gasstrdme warden erst in der 
heifien Zone der Anlage gemiacht.. Pm die Stabilisierung 

10 der Mitrid-Oberfiaehe 2u gewahrleisten, an der bevor- 

zugt bei Wachstumstemperatur der Stieketoff inkongruent 
verdan^jft, wird daa Trageirgae/NHa-Gemisch (Gruppe V- . 
Verbindung) gemaS Stand der Technik drtlich gesehen n&- 
ixer zur Wachatumsoberf Iftcdae auf dem Substrat einge- 

15 ' bracbt als das Tragergas/Metallorganikum-Gemiscb- pies 
hat zur Folge, daae dnrch die heifie Oberfiache des Sub- 
strate Stieketoff aus AromDrilak freigesetzt wird und f-Cir 
die Reaktion auf dem Substrat zur verftigung ateht. bie- 
ee Vorgehensweise wird auch filr Abscbeidungeii ariderer 

20 '.Verbindungen gew&hlt. 

Nachteilig lagem sich im genannten iPall die gebildeten 
Nitride aber ale pa.raait^re Deposit ionen auch an den 
heiSen WanSden. der Anlage raach ab. Die Beschaf fenheit 
imd die Dicke der Depositionen Sndert sich im Laufe dee 

25. Verfahrens. Die Depositionen verSndem da© Wachatum auf 
dem Substrat durch katalytische Zerlegung der Ausgangs- 
verbindungen und verursachen eine Verarmung In der Gas- 
phase. Da die abgeschiedenen Verbindungen dunkel ge- 
farbt' sind, beeinflufit dies die Gasphasen- und die 

30 oberfiaLChenteniperatur tiber dem Substrat. Die Nitrid- 
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schichten kSnnen daher nicht reproduziarbar auf dem- 
Subsbrat abgeschleden werden. 

Die parasitare Deposition blattert zudem nach kurzer 
Zeit ab- Die Partikel fallen insbesondere -von der Decke 
der Anlage auf das Sxabstrat bzw. die Probe und beein- 
flTjissen nachteilig die Eigenschaf teri der dort ^ufge- 
bx'achtien Schicht: (en) . 




Als Ldsung dleser Probleme ksmn die Decke der Jtolage 
uber dam Substrat iind andere mib dem Substrat irgendwle 

10 In verbindiong atebende Bauteile .auegerauschc werden, 

sobald Blch dort eine kritische parasit&re Deppsitiozx 
' abgdlagert hat . \ 
Dies ist aber nachteilig teuer, da die Bauteile der An- 
lage in der Regel aus Quarz besteben iind die Frozedur 

15 zeitaufwendig ist. DarCiber hinaus wird aucb beim Wech- 

seln derartiger Teile das Abblattern der Deposition be- 
gainst igt . Durch das Austauschen der. belegten Quarzteile 
wird also ein Teil. der Deposition auf die Scbicbtatruk- 
tur gebracht- Dadurch wird die Reproduzierbarkeit der 

20 Schichten vermindert. 




Aufgabe der Brfindung ist es> ein Verfahren zxlx Ab- 
scheidung von Verbindungen auf einera Substrat mittels 
metallorganisdher Gasiphasendeposition bereit zu stel- 
len, ohne dass parasicare Deposition auftritt. 

25 Die Aufgabe wird durch ein Verf ahren tni t den Mer3analen 

von Patentanspruch 1 und durch 'eine MOCVD-Anlage mit 
den Merkmalen von Patentanspruch IS gel6st. Vorteilhaf- 
te Auegeetaltungen ergeben sich aus den jeweils darauf 
rQckbezogenen PatentansprCichen. 
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. BrfindxingsgemaS wird bei dera Verf ahxen. ein erstes Ge- 
misch aus niindestens einem Trftgergas und minxiedtena ei- 
nem Metallorganilmm eowie ein ssweites Gemisch a\rs min- 
destens einem Tragergas und mindestens einer Gruppe V- 
5 Oder- Gruppe Vl-Verbind\ing verwendet, wobei beide Gemi- 

sche separat in eine Anlage zur Absclieidiing der"Verbin- 
dung auf' dem Substrat eingeieitet warden. Das Verfahren 
ist dadurch gekennzeichnet , dass daa mindestens eine 
Metal lorganikum zwiscben das Siibstrat und der Gruppe V- 
10 Oder Gruppe VT-Verbindung eingeieitet wird. 

Das mindestens eine Metal lorganilcum wird also ortlich 
gesehen naher an das S\ibstrat geleitet, als die Gruppe 
^ .V- Oder Gruppe Vl-Verbindung. 

Vorteilhaft wird dadurch bewirkt, dafi die Dicke an pa- 
IS rasitSrer Deposition erheblich verminden: wird, da die 

. Abscheidung nur dcrb vollzogen wird/ wo sie erwQzisclit 

ist/ namllch auf dem Substrat. Die Abscheidungsrate 
. wird regelmaSig erhfiht und die Schichten sind hochrein 
im Vergleich zu Schichten, die gemas Stand der Technik 
20 abgeschieden wurden. 

Die Partikelbildung an den Wanden und an der Decke der 
Anlage wird auf ein Minimum reduziert. Es konnen reprq- 
duzierbar viele Schichten abgeschieden werden^ ohne 
dass mit parasitarer Deposition belegte Teile der Anla- 
25 ge aufweiidig gewechselt werden mussen und ohne dass ab-^ 

geschiedene Schichten durch abbl&ttemde Deposition 
verunreinigt werden. 

Als Metallorganikum kann eine Gruppe II- oder eine 
Gruppe III- Oder eine Gruppe IV-Verbindung oder Mi- 
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scliungen hieraus gewahlt werden- Nur baispielhaft seien 
Barium-Strontium-Verbindungen (Gruppe II) oder Trime- 
, thylgallium, Tr ime thy 1 aluminium und Trimethyl indium 
(Gruppe III) Oder Titanieopropoxid (Gruppe IV) als Me- 
5 ' . ■ tallor-ganika genannnt. 

Als Gruppe V-Verbindung Xamx NA^ und / oder AsH^ \md / 
.Qder PH^, und als Gruppe vi-verbindungen Sauerstoff Oder 
Diethytellur gewahlt werden. 

Selbstverstandlieh ist das Verfahren aber nicbt aui die 
10 Wahl derartiger Verbindungen eingeschrSnkt • Vielmehx- 

^ kaim das Verfahren grundeAtzlich aur Abscheidung von 
Verbindungen auf einem Substrac mittels metal lorgani- 
Bcher Gasphasendepoeition verwendet werdenv 

Als Tragergas f tir die Verbindiangen kommt wasserstoff 

16 und ./ Oder Stickstoff tmd / ode?: Argon in Betraeht. 

•( . 

Zur Abscheidiing von z.B. GaN kann Trimethylgallium als 
■ Gruppe lll-Verbindung und NHa als Gruppe -V-Verbindung 
mit jeweils Wasserstoff als Tragergas gewahlt warden. 
Dabei wird das Metallorganikum/Tragergas-Gemisch zwi^ 
20 schen dem Subetrat und dera NHa/Tragergas-Gemisch einge- - 

leitet. Ea ist aber ohne Einachrankung der Erfindung 
moglich, das erf indungagemalSe Verfahren auf andere Ver- 
bindungen zu. ubertragen, urn parasitare Deposition 
vermeiden. ' 

26 Sine MOCVD-Anlage weist mindestens zwei Gaseinl&sse 

auf. Einen eraten fOr ein erstes Gemisch und mindestens 
einen zwei ten far ein weiteres Gemisch- Die Qase selbst 
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i>efindeii sich in Vorratsbehaltem.* Zwischen den Gasein- 
lassen der Anlage und den Vorratsbehaltem fiir die Gaee 
sind erfindungsgemafi Mittel, inebesondere raijodesfcena 
zwei Drei-V9ege-Ventlle. in sogeziannten Gassannaelleitun- 
5 gen angebrdnet. Es kdnnen aber auch geeigzxete Schnell-' 

-vBrschluss)cuppliingen angeozrdnet sein: 

Dies bewlrkt vorteilbaft, dafi ^ie Anlage an die Vor- 
ratsbebalber angescblossen warden kann uhd die Gase 
nach. fiedCirfniasen flexibel in verscbiedene Kotnpartiiinen- ' 
10 te der MOCVD-Anlage eingeleitet werden konnen, ohne 

dass die Anlage umstSndlich von den Vorratsbeh&ltem 
getirenht und neu 'verbunden werden muS, 
Mit anderen Worten, der Betreiber eixier solchen Anlage 
iat in cier Lage, Gase nach seinen Voratellungen bequem 
15 land ' f lexibel in die Teile der Anlage zu leitenr wo sie 

bendtigfc werden. Dadurch Icoimen die GaseinlSsse fior.die 
Gaagamische schnell miteinander yertauacht werden. 

Bs ist aber aiich denkbar, ssu diesem Zweck andere bauli- 
che VerSnderungen an der Anlage vorzunehmen. 

20 Im weiteren wird die Brfindung an Hand einiger AusfOti- 

rungsbeispiele nad der beigefiigten 5 Piguren n&her be- 
Bchrieben« 

Figur i zeigt schematisch eina MOCVD-Anlage gemafi Stand 
' der Technik mit awei Gaseiniasseii 4, 5 f^ar ein oberes 
25 tmd ein -unteres Korapart intent . Die Precursor werden 

durch eine Teilerplatte • 1 voneinander getrennt an ein 
zu beschichtendes Subatrat 2 gefilhrt:. Die MOCVD --Anlage 
ist durch die Teilerplatte 1 in einen oberen und ieinen 
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uateren Raum hinter den Gaseiniaasen 4, 5 kompartimen- 
tiert. Das Subetrat 2. kaim beispielsweise ein zwei, 
Zoll-Wafer sein. Selbstverstandlicli ist das . Verf ahren . 
aber nicht auf enwaige GrfiCen oder Formen des Sijbstrats 
5 . eingeschrfnlct . Das Substrat 2 ist in einem Suszeptor 6 

eingebracht, der hier als drehbarer Teller ausgefiihrt ^ 
ist* Die Wande der Anlage sind nur angedeutet. Das 
heiSty dass im vorliegenden Fall nur eine Wand 3 darge- 
stellt wurde.' Die in Blickxichtung geseben vordere Wand '. 
10 ' sowie die Decke aind nicbt dargestellt, urn einen Ein- 
blick in die Anlage zu gewahrleisten. 

. . ! 
Fig. 2 ist ein Querschnitt durch die Anlage entlang el- 

ner gedacbten Liliiie zwischen den Gaseinlaaaen und einer 

Kflhlung 7 vor dem Suszeptor (nicbt dargestellt) . Die ' ^ 

15 • ROhlung 7 ist in Fig, 2 nur angedeutet, Im vorliegenden \ 

Fall werden der Gaseinlass 5 durch das Metallorgani- 

kum/Tragergas-Qemisch (TMG/H2) xmd der Gaseinlafi 4 

durch das lOHa/TragergasgeraisGh (NH3/H2) belegt. Nacb deia 

Bintritt der Gase in die Anlage bleiben die beiden 

'20 Gasstrdme zunachst durch die Teilerplatte 1 voneinander 

getrennt, bis aie hinter der Teilerplatte 1 vermischt 

werden und an daa Substrat auf dem Suszeptor gelangen. 

Das 'Metallorganikum/Tragergas-GeTniach wird erf indunga- 

gemafi zwischen das Sxibstrat uad das 

25 NHi/Tragergaagemisch geleitet. 

Fig. 3 zeigt die Vermischxmg der Reaktanden oberhalb 
der angedeutaten KQhlung 7 kiarz yor dem Suszeptor 6. 
Deis dichtere Ammoniak/Tr&gergas-Gasgemisch dlffundiert : 
in Richtung dea Sxobstrats auf dem Suszeptor 6, wo es 
30 . sich mit dem Metallorganilcura/TragergasgeTnisch ver- 
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tnischt. Auf und vor dem Siibstrat:, das die Zerlegung der 
Precursor katalytisch beschleunigt , kotnmt .es zur i*- 
scheidung/voa GaN. Die Gesamtgasinischung erreicht: niclit 
die Decks der Anlage. so dass dort die parasitare Depo- 
5 sition an GaN vermieden wird. 

Pig, 4a stellt den Verlauf der Abscheidungen von GaN 
dar^ wie sie itn Stand der Technik auftritt- Die X-Achse 
zeigt die lokalen Koordinaten entlang eines S\ibstratea 
bzjw- eines Wafers. Der Wafer ist durch'den sclawarzen 
10 Balken angedeutet, pie Abscheidungarate betragt nacb 

einer Stunde nur ca. 1,3 Mikroineter GaN. 

Das erfindungsgemafie Verfahren, bei detn das TMG/H2- 
Gemisch erf Indungsgetnafi zwischen. das Siibstrat und- das 
/ NHa/Tragergasgemisch, also 6rtlich geaehen naher- an das 

15 Substrat geleitet wird, ermdglicht eine durchschnitt- *. 

lich viel hohere Abscheidungarate von cal 4 bis S Mi- 
krometer GaN. Auf Grund des drehbaren Suszeptors 6 
vollzieht sich die Abacheidimg gleiciunafiig auf dera Wa- 
fer (Fig. 4b) . Die hohen Abscheidungsrateh vor dem Wa- 

20 fer ermoglichen eine Abscheidung von GaN mit sehr boheir 

'.Reinheit auf diesem Wafer- 

.» 

Die hohe Abscheidungsrate kotnmt im letzteren Pall da- 
diirch zTistande, daes die Gasphaae nicht durch. parasita- 
re Deposition an den AnlagenwSnden verarmt. Die Gase 
25 Bteben also der Abscheidxmg auf dem Substrat zur VerfO- 

gung. 

Die in den Tiguren 2 bla 4 dargesfeellte Abscheidting von 
GaN ist nvir beispielbaft.- 
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Als ein weiceres' Beispiel fOr das erf indungsgeinafi^ ver- 
fahren sei die Abscheiduaag von zinlctellurid ganannfc. 
Dabei- wird zwischen Subatrat lond der Gruppe VI- 
Verbindung niethyltellur die Gruppe Il-Verbindung Diwe- 
5 thylziuk in die Aniage .eingeleitet. • 

Bs ist auch maglich. zur fttoscheidung fOx das Dielalctri- 
kum (Ba. Sr> -Titahat sin Gemisch aus zwei Oder drei Ma- 
tallorganika zwischen Sauerstoff und dem Substrat in 
die Anlage einzuleiten . Die Metallorganika umfassen 
z.B. ein Gemisch aus Diketonaten des Barium und Stron- 
tium sowie Alkoxiden des Titan, z.B. Titanisopropoxid. 
Dabel wird zwischen Substrat und Sauerstoff' als Gruppe 
Vl-Verbindung das Gemisch aUs Metallorganika in die An- 
lage eingeleitet. 

Fig. 5 zeigt eine Umschaltvorrichtung tHr die Gasein- 
lasse einer MOCVD-Anlage . 

Die Satnmelleitung 52 ist;. mit einem Vorratsbehaiter 
(nicht dargestellt) fiir eiu TrSLgergas/Metallorganikum- 

10 GasgemiscH verbunden und wird au£ das pneumatische 3/2- 

Wege-Ventil V2 gefOhrt. Die Sammelleitung 51 ist mit 
einera Vorratsbehaiter f<ir ein TrSgergas /Gruppe V- Oder 
• Gruppe yi-Gasgemisch verbunden tind wird auf das pneuma- 
tieche 3/2'-Wege-Vejitil Vi gef^ibrt, Die Ventile vi und 

15 y2 Bind uber die Leitungen ttiit dem oberen Konqpartixuent 

4* und dem unteren KoTt^jartitnent 5^ der Gaseinlasae ver-- 
bxxaden* Im drucklosen Zustand ist V2 zum oberen Kompar- 
timent 4^ ^lnd VI zum unteren Kompartiment '5* bin ge6ff- 
net Is. Fig. 5) . Die Gaae werden wie im Stand der Tech- 

20 nik in die Anlage geleitet* 



AXG3 Nr: 232353 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS;PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 15 von 24) 
)atum 21.03.03 13:49 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) libemahm Sendeauflrag 
(etreff: 24 Seite(n) emofangen 



21.03.03 14:38 RPH * um nur*-no>i 

21J03.2003 



FofsdnmgszBntnim JOHch GmbH 



12 



-I 





Beide ventile VI und V2 werden mit nur einer N^- 
Driickleitung B3 «ber eln handbetriebenes Ventil V3 um- 
geschaltet. Das Gemiach aus Trager^as (en) und mxnde- 
stens einem Metal lorganikum wird darm unter Druck in - 
5 itoi,5,artiinent 5' geXeitet, also zwischen einem Substrat 

• auf einem Suszeptor 6 uhd einem Gemiech aus Trager- 
gas (en) und inindeBtens einer Gruppe V oder Gruppe VI- 
Verbindung. Letztgenanntes Gasgemisoh wird dann in Kom- 
partittient 4' geleitet . Die Teilerplatte' ,1 ist in Fig. 5 
10 nur angedeutet. und f^irt wie in den Figuren 1 bis 3 ge^ 

zeigt fast bis zum Suszeptor 6, " .. 

. sondt ist gewahrleistet. daps niemals die unterschied- 
licheri Gasgemiache gleichzeitig auf ein und dasselbe 
Ktompartiment 4**, 5» gegeben werden kdiin^n. Bine darar- 
15 .. tige verbeaaerung erlaubt eine sichere und zugleich 

• flexible Zulaitung der Qasgemische in das obere wid un- 
tere Korapartiment 4', 5^ der Anlage. 

Teileliete: 

• . 3/2-Wegeventile {VI. V2V! 1/4 Zoll VCR-FFF 

20 • 3/2-Wegeventil (V3) handbetatigt , Scbalttafel- 

Binbairventil (Bosch) 0820 402 024 3/2 WV 1!IG4 (l/S Zoll) 

• Edelstahlrohr 1/8 Zoll elektropoliert 

• Pneutnatikschlaucli l/8 Zoll 
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1- Verfaiiren zur Abscheidung von Verblndungen auf ei- 
nem Siibstrat mittels metallorgaiiischer Gasphaaende- 
position imd eineitn ersten G^misch aus mindestens 
einem Tragergas und mindestens einetn Matallorgani- 
5 kum sowie einem zweiten Gemisch aus mliidestens ei- 

nem TrSigergas iind nuLndestens elner Gruppe Oder 
Gruppe Vl-Verbixidxing, wdbei beidd Gemlsclie separat: 
in eine MOCVD-Anlage gelaitat warden, 
dadwccb gakanzizelchnet, dass 
10 daa ersta Gemlach aus mindestens einem Tr&gexgas. 

und mindesbans eineitn Ketallorganilcuni zwischen das 
Substrat und das zweite Gemis.ch aus mindestens ei^ 
nem Tragergas und mindestens einer Gruppe V- Oder 
Gruppe .yi-Verbindung in die Anlage geleitec wird* 

15 2. • Verfahren' nach vorhergehendem Anspruch, *. 

dadurch gekennzeidmet , jdass 
f fiir das er^te Gemisch mindestens eine Gruppe XI- 

Vexbindung als Metallorganikum gewfihlt wird. 

3» Verfaiireii nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
20 gekennzeichnet durch 

Ditnethylzink ale Metallorganikum* 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprftche, 
gekennzeichnet' durch 

(Ba^ Sr) -Verbindungen als Metallorganika. 

26 S, Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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fOaf das erste Gemlsoh tnindestens eine. Gruppe lH- 
verbindung ale MetallorganiJcum gewahlt wird. 

S. verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche^, 
gekennzeictmet durch 
S Trimethylgallium und / Oder Trimatylaluminium und / 

Oder Trlmethylindium als Metallorganika. 

7. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprflche, 
dadurch gelceimzeichnet , daaa 

. . f to. das erate -Gemisch mindeatens eine Grnppe IV- ' 
10 Verbindung als Metallorganikum gewShlt wird. 

8. Verfahrea naoi^ einem der vorhergehenden Ansprttche. 
gekennzeichnet durch 
Titanisppropoxid als Metallorganikum. 

9. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
^5 dadurch gekennzeichnet., dass 

ASH3 und /Oder PHa imd /pder .NHa als Gruppe V- 
Verbindung gewahlt wird. 

i 

10. verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprfiche, 
dadurch gekeniwseichnet , daas 

20 Sauaratof £ oder Diethyltellur als QruOTS VI- 

Verbindung gew&hlt wird. ' 

11. verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, 
dadurch .gekennzeichnet, dais 

Ill/V'Verbindungen und / oder ii/VI-Verbindungen 
25 abgesehieden werden. 

12. verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 





FaXG3 Nr 232353 von NVS:FAXG3.l0:0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK24^Seite 18 von 24) 
Datum 21 .03.03 1 3:49 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubemahm Sendeauftrag 



21.03.03 14::^ RPA •» DPR MONCHEN ' ^ • hR.473 019 

( ' • ■ 

•. ' " ' ^ ' 

FoiBchijngszBiTitruril JQlkdi GmbH 21.03.2003 I 

PT15081/mo* ; 

• 15 \ * ! 

GaN, AIN Oder InM Oder Legienmgen dieaer Verbin- ^ 
diangen abgesohieden warden. ^ 

13. verfahren nach einem der vorhergeheaden Aasprttche, 
dadurch gekezinzelcbnet , dass 
5 Oxide, inabesondere (Ba^ Sr) -Tltanat: abgeschieden * 

werden. 

14 • . Verf ahren nach einera der yorhergehenden AnsprGche, 
dadurch gekennzeichnet, dass. 

als Tr^gergas ^ Was sers toff und / Oder Stickstoff \md 
10 /' Oder Argon verwendet wird- • 

15. MOCVD-Anlage fiir die Qasphaaendeposition rait'tninde- 
stens zwei Gaselniassen (4, 5), 
gekeimzeichnet durch 

Mittel zur flexiblen Binleitung von Gasen in die 
15 . Anlage- , ■ ' 

16. MOCVD-Anlage nach Anspruch 13, . 
dadurch gekennzeichnet, daaa 

zwlschen den Gaseinl&ssen (4,. 5) \ind den Vbrratsbe- 
h&ltem f{br in die Anlage einzuleibenden Gase Gas- 
20 sanimelleitungen {51, 52, 53) tnindestens zwei Venti- 

le (VI, V2, V3) angeordnet sind* 
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Zusammenfaasung 

Verf ahren zux Abscheidung von verbindungen auf einem 
Substrat mittels metallorganischer 6asph.asBiideposltiott 



Die Erf induhg befcrif f t ein Verfaliren ssur Abscheidung 
von Verbindimgen auf einem Substrat mitt el a Tnetallorga- 
niacber Gasphaaendepoaition und einem ersten Gemiscb 
5 aua niindesteus einem- Tr&gergas und mindestena ' einem Me- 

tallorganilcum sowie einem zweiten Gemiscb aus mlnde- 
atens einem Tragergas und mindestens einer Gruppe 
Oder Gruppe Vl-Verbindung, wobei beide Gemiscbe separat 
in.eine MOCVb-Anlage geleitet werden. 

I 

10 Das erste Gemiscb aus mindeatens einem Tragergas und- 

mindestens einem Metal lorganikum wird. erf indungsgem^ 
zwiscben das S\Abstrat und das zweite Gemiscb aus minde- 
stens einem Tragergas- und mindestens einer Gruppe V- 
- Oder Gruppe Vl-Verbindung in die Anlage geleitet, 

•15 Dadurch wird vorteilhaft bewirkt, daS keine parasitare 

' Deposition an den WSinden der MOCVD-Anlage entsteben.. 
Die i^ecbeidungsraten sind daber gegeniUber Verfabren 
aus dem bisberigen Stand der Tecbnik erbobt. 
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Fig. 1 
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Fig. 4b 
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